
5.7 확산현상     

 - 확산(擴散 : diffusion)  

   * 농도차에 의한 기울기가 반도체 내에 존재하면 농도가 
높은 쪽에서 낮은 쪽으로 입자의 이동이 생겨 전류 발생 

   * 캐리어 농도의 기울기에 의한 입자의 이동 현상  

   

   



5.7 확산현상     

 - 확산(擴散 : diffusion)  

  * 확산에 의한 전류를 확산전류(diffusion current) 

  * 확산작용은 반도체의 도전현상에서 중요한 요소 

  * 입자의 열운동, 광 조사 등에 의해서도 확산작용이 발생  

   



5.8 열생성과 재결합      

 - 반도체에 광을 조사(照射)하면 열평형상태는 

무너지고 과잉 캐리어가 발생  

 - 열생성(熱生成)   

   * 열에너지를 받아 전자－정공 쌍이 발생하는 것  

   * 열생성률(熱生成率) 단위체적당 캐리어의 생성 

개수 

   * 열생성률  [쌍/cm3․s]   

 - 재결합(再結合 : recombination) 전자－정공이 

충돌하여 그들이 갖고 있던 에너지를 잃고 소멸하는 과정  

   * 재결합률 

   * 재결합 직접재결합, 간접재결합    



5.8 열생성과 재결합      

 - 반도체의 직접재결합 

  * 준위와 준위(band to band) 사이의 재결합  

 

 

- 반도체의 간접재결합 

 

 

  

   

   



5.8 열생성과 재결합      

 - 재결합중심과 포획중심  

   

   



5.9 과잉소수 캐리어      

 - 반도체에 에너지 갭 보다 큰 에너지를 갖는 빛이 
입사된 경우  

 - 과잉소수캐리어의 발생과 소멸   

   

   



5.9 과잉소수 캐리어      

 1. 과잉 캐리어 농도   

  - 단위체적당 과잉 캐리어의 시간적 변화율  

 

   

   



5.9 과잉소수 캐리어      

 1. 과잉 캐리어 농도   

  -  과잉 캐리어의 소멸  

 

   

   



5.10 반도체의 캐리어 밀도       

 - 반도체의  

 캐리어 분포    

   

 

   

   



5.10 반도체의 캐리어 밀도       

 - 반도체의 캐리어 농도  

  * 순수한 반도체  에너지대에서 충만대는 전자상태를 나타 
내고, 금지대 폭을 사이에 두고 전자의 허용대인 전도대가 
존재, 여기에 전도전자가 있으면 같은 수의 정공이 충만대 
에서 발생     

  * 전도대에 존재하는 전자밀도   은  

 

   

   



5.10 반도체의 캐리어 밀도       

 - 반도체의 캐리어 농도  

  * 충만대 혹은 가전자대에서 생기는 정공 밀도    

 

   

   



5.11 반도체의 페르미 준위       

 1. 진성 반도체   

   

 

   

   



5.11 반도체의 페르미 준위       

 2. N형 반도체   

  -  N형 반도체의 페르미 준위 : 

   

 *  N반도체의 불순물 에너지 준위        * 온도에 따른 페르미 준위의 변화   

      



5.11 반도체의 페르미 준위       

 3. P형 반도체   

  - 페르미 준위 :  

 

 -  P형 반도체의 불순물 준위  
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